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1．背景と研究目的 

ゲルマネンは、高い電子移動度とバンドギャップなどを持つことから次世代デバイス材料としての応

用が期待されており、様々な結晶表面上に作製されている[1-5]。しかしながら、フリースタンディング

ゲルマネンの単位胞 (0.406 nm) と比較すると、実験的に作製したゲルマネンは、Ag(111)表面上では小

さい単位胞 (0.39 nm) を持ち[6]、Al(111)表面上では大きい単位胞 (0.43 nm) を持つことが判明している。

本研究の目的は、Ag-Al(111)合金薄膜表面上にてゲルマネンを創製することである。 

  

2．実験内容 

試料は Ge(111)基板上にエピタキシャル成長させた Ag-Al(111)合金薄膜を用いた。超高真空チェンバー

内にて真空加熱を行い、Ge を偏析させることでゲルマネンを作製した。図１(a)に示すように高分解 STM

像ではハニカム構造が観察された。LEED パターンでは、ゲルマネンの単位砲に由来する”1.41×1.41”ス

ポットに加えて、(√13×√13)R46°超構造スポットが観察され、単位胞の大きさがフリースタンディングに

近いゲルマネンを Ag-Al(111)合金薄膜表面上において創製することができた（図１(b)）。本研究の目的

は、Ag-Al(111)合金薄膜表面上のゲルマネンの電子構造を測定し、Ag(111)薄膜表面および Al(111)薄膜表

面上のゲルマネンの電子状態と比較することである。 

 

3．結果および考察 

Ag-Al 合金(111)表面、Ag(111)表面、そして、Al(111)表面上に作製したゲルマネンのフェルミエネルギー

近傍での電子状態の kx-ky マッピングを図２に示す。いずれの基板においても、Γ点周りに円錐状の電

子状態が観察され、Ag-Al 合金(111)表面での円錐状の電子バンドの直径は、Ag(111)表面と同じとなった。 
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図１ Ag-Al 合金(111)薄膜表面上の

ゲルマネンの(a) STM 像と(b)原子配列

モデル[7] 

図 2 フェルミ準位近傍の電子状態の kx-ky マッピ

ング (a) Ag-Al合金(111)表面、(b) Ag(111)表面、

および (c) Al(111)表面上のゲルマネン[7] 
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